BR 100

Bidirektionale ~
SILIZIUM - TRIGGERDIODE (DIAC)

zur Ziindung von Thyristoren

Durchbruchspannung U(BR) = 28...36 V
Differenz-Spannung bei I = 10 mA AU > 6 v
Hochstzuldssiger Spitzenstrom IM = 2 A

ABMESSUNGEN in mm

Gehduse: Kunststoff, JEDEC DO-14

Das Kunststoffgehiuse erfiillt
'ie Kurzpriifung "Feuchte Wirme"
ach DIN 40 046 bzw. IEC 68-2D.

2 max_nicht verzinnt

- b
p32 '

max

(=254 min ala-?ﬂ max

VX 72 0006.1

VALVO THYRISTOREN 103771



BR 100

GRENZWERTE
Hochstzuldssiger <
periodischer Spitzenstrom bei t = 20 ps: IM = 2 A
Hochstzuldssige < o
Verlustleistung bei SU =70 °C: P ] 150 mw
Héchstzuldssige Sperrschichttemperatur: 85 = 100 °c
Lagerungstemperaturbereich: bs = -65...+100 °C
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Wirmewiderstand
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth v= 0,2 grd/mW

'50 VX 730667

Pmux \
(mw) Ay
100
\
A\
50
\
\
00 25
50 75 9, (°C) 100

10.71 VALVO THYRISTOREN
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KENNWERTE bei 8, = 25°C

BR 100

J
Durchbruchspannung bei dU/dt = 10 V/ms: U(BR) = 28...36 V
Durchbruchstrom: I(BR) < 100 uA
Unsymmetrie der Durchbruchspannung: ,U(BR)F - U(BR)RI < 3 v
Differenz-Spannung
bei dU/dt = 10 V/ms, I = 10 mA: AU > 6 v
1
) AU
I =10mA
Q
H AN
=) « \\
>
i\ Iismr 4 g U
AN S
N\
\
Lg =10mA
AUp ~

MESS-SCHALTUNG fiir Thyristor-Ziindschaltung

An einem 20 Q - Widerstand anstelle
des Thyristor-Steueranschlusses ist

UG M > 5 v

BR100

220V~
50 Hz 0 pFT l

o VX 710084

VALVO THYRISTOREN
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BR 100703

Bidirektionale
SILIZIUM - TRIGGERDIODE (DIAC)
zur Ziindung von Thyristoren und Triacs

Durchbruchspannung bei dU/dt = 10 V/ms U(BB) = 28...36 V
Differenz-Spannung bei dU/dt = 10 V/ms AU > 5 v
Hochstzuldssiger <
periodischer Spitzenstrom, t = 20 pus Ix = 2 A
ABMESSUNGEN in mm
Gehduse: Glas, = JEDEC D0-35
9185 # 056 .
max max
2 45 24
min max min  VF7202001
VALVO THYRISTOREN 1.81



BR 100/03

GRENZWERTE

Héchstzulassiger <

periodischer Spitzenstrom bei t = 20 ps: IH 2 A
Hochstzuldssige Verlustleistung bei &U é 50°C: P 150 aW
Hochstzuléssige Sperrschichttemperatur: OJ 100 °¢
Lagerungstemperaturbereichs bs -55...4125 °C
WARMEWIDERSTAND

zwischen Sperrschicht und Umgebung: L = 0,33 K/W
KENNVERTE  bei 8 = 25°C

Durchbruchspannung bei dU/dt = 10 V/ms: U(BB) = 28...36 V
Durchbruchstrom bei 0,98°U(nn): I(BR) < 100 pA
Unsymmetrie der Durchbruchspannung: IU(BB)F - U(BB)BI < v
Differenz-Spannung bei dU/dt = 10 V/ms: AU > v

MESS-SCHALTUNG
f#ir Thyristor-Ziindschaltungs

An einem 20 Q - Widerstand
anstelle des Thyristor-
Steueranschlusses

BR100

VX 710084

ist UG M >5V

20Q

1.81 VALVO THYRISTOREN
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BR 101

SILIZIUM - PNPN - PLANAR - THYRISTOR-TETRODE

fiir Vertikal- und Horizontal-0szillatoren
in Fernsehempfidngern

E; G.B2

A
W G € i‘, A
P . Ga P Ga
T ©,By Ga
_ N N¢E—O N $—O
T o—¢r P T o— P -
! Gy Gk
(B1.C) N N Gx
BiC2 E l g K
G (K K (Ey K V274002
048
Mechanische Daten: ¢qu
Gehduse: Metall, JEDEC T0-72, G ¢,:8 ‘=‘%
18 A 4 DIN 41 876 max po—
Der Anoden-Steueranschluff G 1
ist mit dem Metallgehiuse Ga _J
leitend verbunden. 53max ¢ 127min
VX 720083
MaB8angaben in mm.
Kurzdaten:
Anodenstrom, Mittelwert IA N max. 175 mA
Anodenstrom, Spitzenwert IA M = max. 2,5 A
Gesamtverlustleistung bei &U é 25°¢ Ptot = max. 275 mW
Sperrschichttemperatur 9J = max. 150 °¢
DurchlaBspannung bei IA = 50 mA UAK é 1, v
Haltestrom bei IGa = 10 mA IH é 1, mA
VALVO TRANSISTOREN 1n.72
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BR 101

)

Absolute Grenzwerte: (gltig bis &

J max

Kollektor-Sperrspan;ung bei IE1 = 0:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei RBIEI = 10 kQ:
Emitter-Sperrspannung,bei I ., = 0:
Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert:
Emitterstrom, Mittelwert:

Emitterstrom, Spitzenwert (VT S 0,01, tp <10 ps):

c1

Transistor_2__(PNP)

Kollektor-Sperrspannung bei IE2 = 0:

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB2 = 0:

= 0:

Emitter-Sperrspannung bei 102

Emitterstrom, Mittelwert:

A

Emitterstrom, Spitzenwert (VT

Sperrspannung des Anoden-Steueranschlusses:

Sperrspannung des Katoden-Steueranschlusses:
Anodenstrom, Mittelwert:

Anodenstrom, Spitzenwert (VT < 0,01, tp <10 us):
Anoden-Steueranschlufl-Strem, Mittelwert:
Anoden-SteueranschluB-Strom, Scheitelwert:
Gesamtverlustleistung bei 8 < 25%:
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

Ucipr o = max:
Ucipr p = max:
Upipy o = mex:
Icl AV =.max.
IC1 M = max.
-IEl Ay = max.
-IE1 M = max.
“Ugope o = max:
“Ugoge o = max
~Upops o = max:
IE2 AV = max.
IE2 M = max.
UGaA 0 = maX.
UGaK R = max.
--UGkK o = max.
IA AV = max.
IA M = max.
IGa AV = max.
IGa M = max.
Ptot = max.
9J = max.
85 = min.
8s = max.
Rth i) é

50
50

175
175
175
2,5

50
50
50

175

2,5

50
50

175
2,5
175
175
275
150
-65
200

SSrREmE TS

>EE§<<<

>E<<<

o
(o]

[y
~

[
~

0,45 grd/mw

) Uberschreitung erlaubt wihrend der Entladung eines Kondensators von max.

390 pF, sofern die Ladung 50 nC nicht {ibersteigt

11.72 VALVO TRANSISTOREN
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Kennwerte: bei 3J = 2500, sofern nicht anders angegeben

-

Kollektor-Emitter-Reststrom

bei Ugypy = 50V, Rpypy = 10 ka: Te1pt v

bei Upypy = 50 V, Rypy = 10 k@, 8 = 150°¢C: S
Emitter-Reststrom |

bei Upipy =5V, I, =0, 8; = 150°c: Ipipt o
Kollektor-Emitter-Restspannung

bel Ipy = 10 mA, Ip, = 1 mA: Uc1E1 sat
Basisspannung

bei IC1 =10 ma, IB1 = 1 mA: UBlEl sat
Gleichstromverstirkung

bei UClEl =2V, IC1 = 10 mA: B1
Transit-Frequenz

bei UClEl =2V, ICl = 10 mA: fT
Kollektorkapazitit

bei UClBl =20V, Ip = 0: C.q
Emitterkapazitit

bei Upjpy =1V, I, = o: Coq
Transistor_2__(PNP)
Kollektor-Emitter-Reststrom ’

bei ~Uoopy = 50 V, Ip, =0, 8 = 150°C: “Ioops o
Emitter-Reststrom

bei -Upopy = 50V, I, =0, 8, = 150°¢C: ~Ipsps o
Gleichstromverstirkung

bei Upopo = 0, I, = 1 mA: B,
Thyrister - Tetrode
DurchlaBspannung

bei I, =50 mA, I =0, Ry, = 10 kQ: Uk

bei IA =1 mA, I;, = 10 ma, Royg = 10 kQ: Upx
Haltestrom

bei IGa = 10 mA, —Ubat Gk = 2V, RGkK = 10 kQ: IH

A A

A

v

A

[[PAN

A

A

A A

BR 101

0,5 LA
50 RA
50 uA

0,5 Vv

0,9 Vv
50

300 MH2

5 pF
25 pF
50 LA
50 LA
0,25...2,5
1 v
1,2 Vv

VALVO TRANSISTOREN

1.72
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BR 101

Schaltungsbeispiel Ablenk-Oszjllator_ in Katodenbasis-Schal tung

Uy =12V
Ry
B, * R
1
R =
R1 + R2
VE’"OIJJ
¥231008 vn
R 7+15625 Hz R 1[7=50Hz
Q) Q)
©
1000 1000 P
A ¥
‘ L
AY
N
‘:T \ N
N \ | TN
N
oo\ \ ™ 100 4 S
A ¥ 1 ) A Y
o L Y
A ] ™ N \
\ \ SN =6V{[ [ Jev v
L]
\‘\ \
1o 148 \I-,V\ZI : 0
1 10 C (nF) 100. 0) 1 C W) 10

Grenzwerte fiir den Widerstand R fiir sicheres Schwingen bei Ubat = 12 V und

(]
OU = -25"f+60 C

%473 VALVO TRANSISTOREN



BR 101

Schaltungsbeispiel Ablenk-0Oszillator_in_Anodenbasis-Schaltung

-

Ub"='2v
R, ° R
1 2
R = ————
lll + B.2
10 VZ 3810 100 — zng\_
35 |
\\‘ R
\ LY
R [NV 7=15625 Hz || (k)N f=50Hz
(kQ) N ¥ y
. .\\ N oL
N : X
, MUIEINAY \
\
\\
Un=6 4V 1 e
2V s
v 1 >
A\V N KT
o1 CHAAY
W M
a) x
1 (!
1
W
001 - 0,01
1 10 C (nF) 100 0} 1 C (uF) 10
Grenzwerte flir den Widerstand R flir sicheres Schwingen bei Ub = 12 V und
] at
8U = -25...460 C ‘
VALVO TRANSISTOREN 1.73
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BR 101

gnwes
PMmux <
{mW)
300
200 N
100
0
0 50 100 Yy C) 150
1.73 VALVO TRANSISTOREN



BRX 44 bis BRX 49

SILIZIUM - PLANAR - THYRISTOREN
* K A

Mechanische Daten:
Geh#use: Kunststoff, S0T~-54

MaBangaben in mm.

Kursdaten: BRX 44...BRX 49
Periodische
Spitzensperrspannung UAK R M UKA R M = max. 30...400 V
Anboggngtrgméslgéttelvert I = max 400 mA
bei eU < 55°C IA w ; mux. 510 mA
G~ A AV °
Anodenstrom, Effektivwert IA RMS = max, 860 mA
Anodenstrom, Spitzenwert IA R M = max. 3,6 A
Sperrschichttemperatur SJ = max, 125 °c
Durcylaﬂspannung <
bei I, =14 U, = 1,5 (2 1,7) V
Zdndspannung Usk T = 0,6 (§ 0,9) Vv
Ztindstrom I p = 20 (% 200) pA
VALVO TRANSISTOREN 10.75
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BRX 44 bis BRX 49

Absolute Grenzwerte: (giltig bis &

positive und negative
periodische Spitzen-

J max

StoBspitzensperrspannung
bei RGK = 1 kQ:

sperrspannung
bei RGK =1 kQ:
UAK R M’ UKA R M UKA S M
BRX 44: = max, 30 V = max, 35 V
BRX 45: = max, 60 V = max, 65 V
BRX 46: = max, 100 V = max, 110 V
BRX 47: = max, 200 V = max, 220 V
BRX 48: = max, 300 V = max., 330 V
BRX 49: = max, 400 V = max., 440 V
Anodensirom, Mittelwert bei 9 < 25%: I, ,y =max. 400 mA
. < gxO _
bei sG = 5857°C: IA AV = max, 510 mA
Anodenstrom, Effektivwert: IA RMS = max. 800 mA
Anoden-Gleichstrom bei 9 < 30%: I, = max. 800 mA
periodischer Anoden-Spitzenstro? o
bei 80 = 50°C: 1A R M = max. 3,6 A
StoBstrom (50 Hz - Sinus-Halbwelle): I, gy =max. 6,0 A
Grenzlastintegral bei t = 10 ms: jIAzdt = max. 0,18 AZ%s
negative Steuerspannung, Spitzenwert: -UG R M = max. 5 V
Steuerstrom, Spitzenwert: IG R M = max. 1 A
Steuerverlustleistung, Mittelwert: PG AV = max, 100 -mw
Steuerverlustleistung, Spitzenwert: PG M = max, 2 W
Sperrschichttemperatur: SJ = max, 125 °c
Lagerungstemperatur: Ss = min. -40 °c
9 = max. 150 °¢
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Geh#use: Ripy 6 S 75 K/W
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U § 190 K/W
10.75 VALVO TRANSISTOREN
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BRX 44 bis BRX 49

Kennwerte: bei eJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
DurchlaBspannung - <

bei I, = 1 A: Upk = 1,5 (21,7) v
positivér Sperrstrom
Pl Upg = Upg B M max’ Fox = 1 K0

und & = 25°C: I, = 100 nA

und 8, = 125%: I, = 50 A
negativer Sperrstrom

bei UKA = UKA R M max’ RGK =1 kQ

und §; = 25°C: ) -1, = 100 nA

und 8; = 125°C: -1, = 50 pA
Ziindspannung <

bei U, =7V, Ry =100 @, R.. = 1 kQ: Uk 7 = 0,6 (2 0,9) v
Zlindstrom ; <

bei U, = 7V, R; =100 2, R, = 1 kO: Iop = 20 (2 200) pa
Haltestrom <

bei R, = 1 kO: Ig = 3 (= 5) mA
Einschaltzeit

bei UAK =25V, IA = 800 mA

und I, = 1 mA: tein = 2,0 us

und IG = 100 mA: i tein = 0,5 us
Freiwerdezeit

nach IA = 800 mA bei -IA M = 400 mA

und Uy = 0,67 Uy o\ : .

mit dUAK/dt = 20 V/ps

bei 8. = 125°: o ty = 8 ps

° .
VALVO TRANSISTOREN 10.75
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BRX 44 bis BRX 49

o4 samang azas BN amasac: sauas
Ly av max eichstrom Ia avmax '
(a) [e=180" (A)
!
a3 2% 06
—— ] i =160
80 \ 20° N
02 04 N
N
A 1
N 3
o 02 30 FH
\
0 I 0 ]
0 2 S0 75 90 125 0 25 S 75 v 0O 5
VZ 739676
P
W) y
10
y hstrom [ 1]
] A
O=
05
I~ « SR
0 |IHEEE!
0 Q2 06 06 Iyu (A) 08
10.75 VALVO TRANSISTOREN
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BRX 44 bis BRX 49

6 1387
AN
1o sMmax -
() L 325°C
A\
\
4
\

z - E—
0

1 10 1000

10 Y2 132078

) 111 -

01

001
) 1 2 3 UV 4

VALVO TRANSISTOREN 1%255




BRX 44 bis BRX 49

V2
Iay(Rox)
=z 1)
]AH(RGK 1kQ ST
100
N
10 <
\
! A
™N
N
o
o0 a1 1 Rg (k) 10
V2
1 —F 1017
1
\ T Igit9g)
It Upg=TV) NRox=1K2 I61(9=25°0)
Ig1 Wak) \
N
\
¥g=25°C N \
\ () \\\ \
0S 1
Rox=1 K2
=
\
‘(Gk‘m \\
| N
A
N
0 03
10 100 Upk (V) 1000 -50 0 50 100 96(°C)150
10.75 VALVO TRANSISTOREN
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BRY 61

PROGRAMMTERBARER UNIJUNCTION - TRANSISTOR (PUT)

in Plapar - Technik

Mechanische Daten:

Geh&use: Kunststoff, SO0T-23

MaBangaben in mm.

e————2,9max——*]
Q] 19—
0,95-+
I !
’ o J
T T T ‘
t K A %
A £ d
0,01 min ok
— G ‘ ~
= |
|
' 0,43 max
~*10.85max e ~ VD 72 0013.11
12 max
Kurzdaten:
Spannung Steueranschluf - Anode UGA = max. 770 V
Anodenstrom, Mittelwert IA Ay = Dax. 250 mA
) Anodenstrom, Spitzenwert IA M = max. 2,5 A
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °C
Héckerstrom bei US =10V, RG = 10 kQ IP é 5 pA
Talstxom bei Us =10V, RG = 10 kQ Iv 2 50 pA
DurchlaBspannung bei IA = 100 mA UAK é 1,4 Vv
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 577
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BRY 61

Absolute Grenzwerte:

Spannung SteueranschluB - Anode: UGA = max. 70 V
Anodenstrom, Mittelwert bei 9 < 25°%; I, ,y =mex. 175 mA
. < o _
bei 36 = 85 C: IA AV = max. 250 mA
Anodenstrom, Spitzenwert (t = 10 ps, VT = 0,01): IA M = max., 2,5 A
Stromanstieg: dIA/dt = max, 20 A/ps
0 . _
Uberlastungs-StromstoB (t = 10 ps, 8; = 150 c): iy gpop = MAXe 3 ,:
Sperrschichttemperatur: SJ = max., 150 °C
Lagerungstemperatur: %S = min. -65 °C
3S = max. 150 °c
Wdrmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung,
Transistor auf Keramik-Substrat <
von 15 mm x 10 mm x 0,5 mm: R = 0,5 K/mW
th U
MeBschal tung fiir Kennwerte:
*batz40V | p7vgg 5k
cav2
I 4,7kQ) 100k 100k}  10kQ

+
100pF =2
BAIS | 750
Sx Q
‘InF'L

{1%)

——

7261203 V4

Der Widerstand R, ist dem MeBbereich des Voltmeters anzupassen.

Bei der Messung von IP ist der Transistor BCY 71 zu entfernmen.

156727 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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BRY 61

Kennwerte: bei 3U =25C
Héckerstrom b‘ei US =10V, RG = 10 kQ: f pA
bei US =10V, RG = 1 MQ: IP = 1 nA
Talstrom bei Us = 10 V, RG = 10 k.. . IV ; 50 pA
bei Ug = 10 V, R = 1 MQ: 1, 5 50
Durchlaflspannunyg bei IA = 100 mA: UAK é 1,4 V
Reststrom SteueranschluB - Anode <
belUS.—.70V, IK=0: IGAO = 10 nA
Resistrom Steueranschlud - Katode <
bei Us =70V, UAK = 0: IGK s = 100 nA
Offsetspannung: U’I‘ = UP - US
Ioks
I + +
GAﬂl Us Us
7261192v2 7261191v2
7261195vV2
Upt,
of’
v
R, ’A.
I - L \_
+
7/ 15 I
Ry lAK Us
7Z6M94V2 laao Ie Iv Ia
R_Rl-n2 U_Rl'U
G R1 + R2 S R1 + Rg
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 77
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BRY 61

10 - 72‘1_2_!_ 10 _— 7'151_222_
= ==
1 1 1 1 1
I 3=25°C [ I Us=10V
~J
W i R 1!kﬂ!. pa) N
G*= o
N ™~ Ro=1kQ
1 1 G
\\ N
10k QL [
10 | 107! N St 10k 0]
: 100k Q) S
s
N
N
100k0.
10-2 10—2 N
MO
MO
1073 1073 .
0 10 20 Us (V) 30 -50 0 50 9y (°C) 100
1°L 7261137V 103 . "IZG‘\JQIVI
T =
L1 =25°C |
Usstov |- ’Ul :
N ' I L Rs=1k0.
{pAl (pA) L~ | L
A [
10k
103 = 102
-
Py
T Ro=1kQL || 14— 100kn
I 1
N~ | T o
10? e {0k ) 10
-
- T 100k 01
Py
T T MO
10 . 1
-50 0 .50 9y (%C) 100 0 10 20 Us (VI 30

2.77 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN



Spitzenwert der Ausgangsspannung

BRY 61

bei U =20V, C = 0,2 pF: Uy 2 6 v
Anstiegszeit der A&sgangssPannung <
bei U =20V, C = 10 nF: b, = 80 ns
7261196 V1
Uom
90%
10%}-—
7261193V2 |
—i {r e
30 YZT%00 7261200V1
Uom
2 5=10V
v) ]
T Uy
v)
20 : 15
(5,743 \
ZaEE
4 7]
St
AT NRoc=1M0L
N
F] 05 100K TOkA.
l'
- [
y -
O ™ 40 0
2 v -50 0 50 9y(°%) 100
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 577
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BRY 62

SILIZIUM - PNPN - PLANAR - THYRISTOR - TETRODE
zur Verwendung als steuerbarer Schalter
(scs = silicon controlled switch)

E2 GB
A @) A (E2) % A
P Ga P Gq
TZ (C1,Bz) Gq
_ N N¢—O Nt—o
7T o—e p T o+ -
1 Gy [ f
®,C,) N N Gk
B,C; E ‘L (L K
Gy) (K) K (E)) K vZ 740033
— 30
Mechanische Daten: 28
0,15 15+
Gehduse: Kunststoff, S0T-143 \7/8\09
Stempel: A 51 .}." i Sl._ T
MaBangaben in mm. I’JP lgl'}:( Cx | Kl 14 25
10°F_ 100 LB i A 1.2 max
max N # max + ‘
11 — ] (-] | bg—
max 30°  088°0, 0483,
max . .
17 VX 72 0323.4
Draufsicht
Kurzdaten: '
Spannung Anoden-StéueranschluB - Katode UGa K R = max. 0 V
Spannung Anoden-SteueranschluB - Anode UGa A @ = max. 0 VvV
Anodenstrom, Mittelwert IA AV = max. 175 mA
Anodenstrom, Spitzenwert IA M = max. 2,5 A
Gesamtverlustleistung bei 8 < 25% P, =max. 275 mW
Sperrschichttemperatur \‘)J = max. 150 °c
DurchlaBspannung <
bei I, = 50 mA, I =0, Ry . = 10 kQ Uy z 1,4 V
Haltestrom bei IGa = 10 mA, B’Gk K= 10 kQ IH = {,0 mA
Ziindzeit . t g 0,25 ps
bei Ry o= 1 ke gt <
Freiwerdezeit tq = 5,0 s

2.85
487 VAM



BRY 62

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

)

J max

Transistor 1 (NPN):

Kollektor-Sperrspannung bei I, = 0:

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei R 10 kQ:

B1E1 ~
Emitter-Sperrspannung bei ICI = 0:
Kollektorstrom, Mittelwert:

Kollektorstrom, Spitzénwert:

Emjitterstrom, Mittelwert:

10 ps, Vg = 0,01):

Emitterstrom, Spitzenwert (tp

Transistor 2 (PNP):

Kollektor-Sperrspannung bei IE2 = 0:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB2 = 03
Emitter-Sperrspannung bei IC2 = 0:
Emitterstrom, Mittelwert:

10 ps, V, = 0,01):

Emitterstrom, Spitzenwert (tp P =

Thyristor - Tetrode:

Spannung Anoden-SteueranschluB - Katode:
Spannung Anoden-SteueranschluSl - Anode:
Spannung Katoden-Steueranschlu - Katode:
Anodenstrom, Mittelwerts '

P = 0,01):
Strom des Steueranschlusses, Mittelwert:

Anodenstrom, Spitzenwert (tp = 10 ps, V

Strom des Steueranschlusses, Spitzenwert:
Gesamtverlustleistung bei 3 < 25%: P
Sperrschichttemperaturs

Lagerungstemperatur:

Warmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 3)

(=]

CiB1 0
C1E1 R
E1B1 0
Cl1 AV
Ci1 M
-1

E1 AV

“Tg1 u

(==}

]

“Ucan2 0

~Ucor2 0

~Ugap2 0
Igo av

E2 M

-

1) sofern der Emitterstrom-Grenzwert nicht iiberschritten wird

2) kapazitive Belastung ist zulédssig bis 500 pF bei

Vorwiderstand R = 100 kQ <

Ga

Ubat Ga

3) BRY 62 auf Keramik-Substrat von 15 mm x 15 mm x 0,5 mm
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= 160 V mit einem



BRY 62
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Kennwerte: bei 3J = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Transistor 1 (NPN):
Kollektor-Emitter-Reststrom <
bei Uc1E1 =170V, RBlEl = 10 kQ: . IClEl R : 100 nA
bei UClEl =70V, RBIEI = 10 kQ und $J = 150 C: IC1E1 R = 10 pA
Emitter-Reststrom o ¢
bei UﬁlBl =51V, IC1 = 0 und sJ = 150 C: IE1B1 0 = 10 pA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei ICl = 10 mA, IB1 = 1 mA: UClEl.sat = 0,5 V
Basisspannung . ]
bei 101 = 10 mA, IB1 = 1 mA: UﬁlEl sat = 0,9 V
Gleichstromverstirkung >
bei U01E1 =25V, Icl = 10 mA: B1 = 50
Transit-Frequenz
i = = . f = 300 MHz
bei Uy oi =2V, Iy = 10 mA: 11
Kollektorkapazitédt <
bei Ugyipy = 20 Vs Igy =0 C.q = 5 pF
Emitterkapazitdt <
bei UﬁlBl =1V, IC1 = 0: Ce1 = 25 pF
Transistor 2 (PNP):
Kollektor-Emitter-Reststrom ° <
bei -UC2E2 =170V, IB2 = 0 und SJ = 150 C: —IC2E2 0o = 10 pA
Emitter-Reststrom ° <
bei -UEZB2 =70 V, Ic2 = 0 und 3J = 150 C: _;E2B2 0o = 10 pA

Gleichstromverstérkung

bei UC2B2 =0V, IE2 =1 mA: 32

0,25...2,5
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BRY 62

Kennwerte, Fortsetzung: bei $J = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Thyristor — Tetrode:

Zindzeit
beim Einschalten von Ubat Gk =~ 0,5V
auf U = 4,5V . _ . <
bat Gk bei RGk K= 1 kQ: tgt 2 0,25 us
bei RGk K= 10 kg tgt = 1,5 us
+50V “ 45V
12V U / %07 ‘
*o 0% 0 o
\.—_0,5v
Ubat 6k
UAK — P
o - y _~\\\\R: ,
Die Impulsdauer von U, ist so einzu- | " >t
stellen, daB die gestrichelte Kurve bei M_L’
UAK verschwindet, d.h. der Thyristor ziindet.
Freiwerdezeit bei R = 1 kQ: t s us
------------- Gk K : .
bei Ry, p = 10 ke . ty < s
bei Ry o = 10 ke, 8; = 125°C: b, = 15 s
+«12v +50V
Sh S A
o ~ x Uak ls— g C=Copt
X o~ - ,
a —
H I —_— —C<LChuy
] ¢ 0 —
Sy
oL o~
R « Uak
o x
T g -12v
o— —o

Der Kondensator C ist so einzustellen, daB die gestrichelte Kurve verschwindet,
d.h. der Thyristor geléscht bleibt.
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Kennwerte, Fortsetzung: bei 8, =25 C

BRY 62

J
Thyristor — Tetrode
DurchlaBspannung
: <
bei IA = 50 mA, IGa =0, RGk K= 10 kQ: UAK z 1, v
bei IA =1 mA, IGa = 10 mA, RGk K= 10 kQ: UA_K = 1,2 Vv
Haltestrom
. <
bei IGa = 10 mA, _Ubat Gk = 2V, RGk K~ 10 kQ: IH = 1,0 mA
300 7301367
Pla!max
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